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[image: image1.wmf]Экспериментальные исследования Cs – индуцированной хемосорбции кислорода (ЦИХК) на поверхности р - GaAs, начавшиеся более 40 лет назад открытием состояния эффективного электронного сродства на поверхности 
р-GaAs(Cs,O), продолжаются до сих пор в связи с необходимостью повышения параметров р - GaAs(Cs,O) фотокатодов. Теоретические модели ЦИХК на полупроводниках были предложены в [1,2], но их применимость для описания этого явления на р - GaAs(Cs,O) экспериментально не подтверждена. Не изучен, в частности, «нелокальный» механизм ЦИХК, предложенный в [1], при доминировании которого начальная вероятность хемосорбции молекулярного кислорода (ηox) пропорциональна вероятности переноса электронов из полупроводника на антисвязывающую 2π*-орбиталь молекулы в момент её столкновения с полупроводником. Согласно [1] доминирование «нелокального» механизма проявляется в том, что ηox экспоненциально возрастает с уменьшением работы выхода (Ф) поверхности р-GaAs(Cs), вызванной адсорбцией цезия. Проведённые нами исследования [3] показали (тёмные точки на рисунке), что ηox экспоненциально увеличивается с уменьшением Ф, подтверждая тем самым доминирование «нелокального» механизма хемосорбции. При увеличении экспозиции в кислороде на поверхности p-GaAs(Cs), на котором толщина адсорбированного цезия ((Cs) равна 0.5 монослоя, работа выхода поверхности 
p - GaAs(Cs,О) увеличивается и изменения ηox по-прежнему следуют предсказаниям «нелокального» механизма ЦИХК. Результаты измерений ηox (Ф), подтверждающие этот вывод, показаны на рисунке светлыми точками в интервале Ф от 1.8 эВ до 2.5 эВ. При меньших (Cs характер зависимости ηox (Ф) при увеличении экспозиции в кислороде существенно изменяется. Белыми точками на рисунке, лежащими в окрестности Ф ≈ 3.5 эВ ((Cs ≈ 0.15 монослоя), показаны изменения вероятности хемосорбции кислорода на поверхности p-GaAs(Cs,О) при увеличении экспозиции в кислороде. Видно, что при малых (Cs увеличение экспозиции в кислороде незначительно увеличивает Ф, но вероятность хемосорбции уменьшается существенно, свидетельствуя о значительном вкладе «локального» механизма ЦИХК, предсказанного в [2].
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